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Modszerek es kovetelmenyek

e UP - BOTTOM technika — mikrometer
meretu strukturak meretenek csokken-
tese |-100 nm meretekig

e BOTTOM — UP technika — atomokbol
epulnek fel nm-es strukturak

* Si alapu nanoeszkozokhoz a tisztasagi
kovetelmény: 1:10?

» Ge alapu nanoeszkozokhoz a tisztasagi
kovetelmény: [:10'3



Egykristalyok novesztese

SiO,, + 2C — Si + 2CO (1800 °C - on)
A kapott Si nem egykristaly ésnem eleg tiszta
Si + 3HCI — HSICI; + H,

A triklorszilan folyekony, de szennyezett.

Frakcionalt desztillalassal a triklorszilan
elvalaszthato a szennyezodesektol.

HSICI, + 2 H, — 2Si + 6HCI
A kapott Si nagy tisztasagu, de polikristalyos!



Egykristalyok novesztese

e A Czochralski — modszer (zonas megolvasztas —
1412 °C - on)

e a kapott egykristaly

Pull hengerbol készulnek az
o L ,ostyak” (h ~ 100 um)
— ~—=Wafers © ezek az OSt)’éI( ](,)

i —Giowie alapot képezhetnek
S nanoeszkozok kiala-
kitasahoz a feluletukon
Crucible (kémiai, kristalytani stb.

illesztesi problemak)



Molekulasugaras epitaxialis
novesztes

* Alaplemezen kontrollalt korulmenyek kozott
egykristalyos vekonyreétegek kialakitasa vakuum-
ban— pl. heterostrukturak gyartasa
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Kémiai gozok depozicioja
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Nanolitografia

o Lathato fenysugarakkal nem lehet litografiat
csinalni nanomeretekben, mert tul nagy a feny
hullamhossza — UV-, Rontgen-, elektronsuga-
ras litografia

llluminating radiation * nanocsatornak, kvan-
Quirtzplate | 23 l EEy. vtk tumhuzalok készitése
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Maratasi eljarasok

e Szaraz maratasi technologiak
(elektronsugaras, ionsugaras, vagy UV
lézeres maratas)

e Nedves maratasi technologiak (vegyi
maratasi eljarasok)



Plazmaion maratas

Plasma radicals and 1ons
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Berendezés:

1. ionforras

2. gyorsitas

3. pasztazas

4. mintakamra (target)
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Egyes atomok lerakasa (STM)

» Egyes atomok elhelyezese kompatibilis
feluleten — pasztazo alagutmikroszkop
elven

f__l‘ Control voltages for piezotube
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